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Identification des pbs:

- couche tampon avec % Ge élevée

- Tx de dopage élevé

- Interfaces abrupts et couches fines
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Croissance MBE des structures
(caractérisations structurales, chimiques, électrique, optique)

 \

Compréhension des mécanismes Fabrication de structures
de base élémentaires




Application: MODFET a base de SiGe

(Modulation Doped Field Effect Transistor)

Type n

S1 dnm cap

miGe (45%0) 3nm

3
| SiGe 4nm:5h 1E19 em”
Fspaceu.t 5iGe (45%0) 3nm +

Espaceur 5iGe (43%) 3nm
ISiGe 4nm : Sh 4E18 cm)

+

Implant n

n

Implant

Composition constante SiGe (45%)

Couche tampon relaxée SiGGe

Canal Si en tension

Type p

4“1“ l'.El
5iGe (60%0) 6nm
siGe Snm:B BE18 l:liis
Espaceur SiGe (60%0) Snm
Canal Ge 9nm

Espaceur 5iGe (60%0) Snm
SiCe Snm : B 2E18 cm ™

Composition constante Si(ze (60%0)

Couche tampon relaxée SiGe

Substrat Si

Canal Ge en compression



Buts scientifiques

- Ségrégation durant la croissance
- Désorption
- Diffusion

- Propriétés électriques (défauts, interfaces, porteurs)
- Propriétés optiques (recombinaisons radiatives)
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Techniques d'élaboration et de caractérisation
des structures

Molecular Beam Epitaxy
MBE

Caractérisation in situ:

e Spectroscopie d'e- Auger (AES)

e Diffraction d'e- de haute E en Réflexion
(RHEED)

e Spectroscopie de Photoe X (XPS)

e Diffraction des e lents (LEED)

Caractérisation ex situ:

e Spectroscopie de masse d'ions 2
(SIMS)

e Microscopie e en transmission (TEM)
e Microscopie Force Atomique (AFM)

e Diffraction RX (DRX)



Etude de la ségrégation et diffusion des dopants (Sb, B)

These A. Portavoce: Si;_,Ge, avec 0<x<0.2

But de la these : 0.2<x«<1
Couches Si;_,6Ge, relaxées : 0.25; 0.5; 0.75; 1
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